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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder etngereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Lichtemissionsdiodengerat 

® Es wird em LED-Gerat beischrieben, das aus einem Ke- 
ramiksubstrat und einer reflektierenden Metallplatte be- 
steht Das LED-Gehause besteht aus einem ersten Kera- 
miksubstrat, das einen Chipmontagebereich auf seiner 
Oberflache aufweist und mit einem vorbestimmten lei- 
tenden Muster rund um den Chipmontagebereich verse- 
hen ist. Ein oder mehrere LED-Chips sind auf dem Chip- 
montagebereich des ersten Keramiksubstrats gehaltert 
und mit dem leitenden Muster verbunden. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat ist auf der Oberflache des ersten Keramik- 
substrats montiert und weist eine Ausnehmung an einer 
Position auf, die dem Chipmontagebereich entspricht. Die 
reflektierende Metallpfatte ist in die Ausnehmung des 
zweiten Keramiksubstrats eingesetzt, um die LED-Chips 
zu umgeben. Dieses LED-Gehause steuert wirksam die 
Lichtintensitat der LED-Chips und die Winkelverteiiung - 
der Strahlung. Die reflektierende Metallplatte dient 
gleichzeitig als Warmesenke, die wirksam Warme vom 
LED-Chip zur Umgebung des LED-Gehauses verteilt. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich im Alige- 
meinen auf Lichtemissionsdiodcngcrat mit reflcktierenden 
Metallplatten und insbesondere auf ein Lichtemissionsdio- 
dengerat, welches mit einer reflektierenden Metallplatte ver- 
sehen ist, urn einen verbesserten WarmeverteilungsefTekt zu 
erzielen, in Verbindung mit einer einfachen Kontrolle seiner 
Lichtabstrahlung und der Win kelvertei lung der Lichtab- 
strahlung. 

[0002] Wie Fachlcutcn wohl bckannt ist, sind Lichtcmissi- 
onsdiodengerat (die nachfolgend vereinfacht als "LED-Ge- 
rat bezeichnet werden) Halbleitervorrichtungen, welche 
LED-Chips aufweisen, die als Lichtquellen fungieren und 
die durch Veranderung der physikalischen und chemischen 
Charakteristika einiger Verbindungshalbleitermaterialien, 
wie beispielsweise GaAs, AlGaAs, GaN, InGaN und Al- 
GalnP hergcstcllt wordcn sind und die farbiges Licht von 
den LED-Chips abstrahlen, wenn sie elektrisch aktiviert 
werden. 

[0003] Die Charakteristika solcher LED-Gerate werden 
typischerweise bestimmt in Verbindung mit den Farben des 
emittierten Lichts, der Lichtstarke und dem Betrachtungs- 
winkel. Derartige Charakteristika von LED-Geraten werden 
in erster Linic bestimmt durch die physikalischen und che- 
mischen Charakteristika der Verbindungshalbieitermateria- 
lien der LED-Chips und zum zweiten durch die Gehause- 
struktur zum Unterbringen der LED-Chips darin. Beim 
Stand der Technik sind die Charakteristika solcher LED-Ge- 
rate wie sie durch die Entwicklung der Verbindungshalblei- 
termaterialien von LED-Chips erreicht werden, in uner- 
wunschtem MaBe begrcnzt. Es sind daher verbesserte Struk- 
turen von LED-Gerate in den vergangenen Jahren in groBem 
Umfang untersucht worden, um zusatzlich zum Studium der 
Halbleitermaterialien der LED-Chips Anstrengungen zu un- 
temehmen, um den Erfordernissen an eine hohe Lichtstarke 
und einem erwiinschten Betrachtungswinkel (man kann sich 
auch auf eine Winkelverteilung der Lichtstarke beziehen) 
gcrecht zu werden. Dies bcdeutet, dass bei der Konstruktion 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



von LED-Gerate in den vergangenen Jahren es mehr darauf 40 flexionswinkel aufweist. 



[0006] Beim konventioneilen lampenformigen LED-Ge- 
rat 10 wirkt das halbspharische Gehause 7 als Linse, die in 
der Lage ist, die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung zu 
steuem. Insbesondere steuert das hemispharische Gehause 7 
die Winkelverteilung der Lichtabstrahlung derart, dass die 
Verteilung schmal wird, wodurch die Lichtintensitat bei ei- 
nem vorbestirnmten Winkel zunimmt. Daruber hinaus wird 
das vom LED-Chip 5 abgestrahlte Licht durch die Metall- 
elektrodenoberflache des zweiten Leiters 3b reflektiert, so- 
dass die Lichtintensitat des LED-Chips 5 dadurch vejgro- 
Bert wird. Im Vergleich zu einem solchen lampenformigen 
LED-Gerat 10 weist das oberflachenmontierte LED-Gerat 
20 eine breitere Winkelverteilung der Strahlung und eine ge- 
ringere Strahlungsintensitat auf. Man erkennt also, dass die 
Geratestruktur Strahlungsintensitat und die Winkelvertei- 
lung der Strahlung solcher LED-Gerate beeinflusst. 
[0007] Aus diesem Grund ist zur Erreichung der ge- 
wiinschten Charakteristika von LED-Geraten bereits vorgc- 
schlagen worden, ein oberflachenmontiertes LED-Gerat mit 
einer zusatzliche Lichtreflexionsflache zu versehen, die ge- 
bildet ist durch Aufbringen eines Metalliiberzugs auf eine 
geneigte Seitenflache des Chipmontagebereichs des Gerate- 
und Gehausekorpers und durch Auswahl eines vorbestirnm- 
ten Reflexions winkels. 

[0008] Im Gegensatz zu solchen LED-Geraten mit gegos- 
senem Kunststoffkorper ist es nahezu unmoglich, die Lumi- 
nanz oder den Verteilung s winkel der Strahlung eines ande- 
ren Typs vom LED-Geraten in wiinschenswerter Weise zu 
kontrollieren, die namlich einen Keramikkorper aufweisen, 
der aus laminierten Keramiksubstraten besteht und in den 
vergangenen Jahren in groBem Umfang eingesetzt wird. Der 
Chipmontagebereich eines solchen Keramikkorpers muss 
durch einen Stanzvorgang, einen Laminiervorgang und ei- 
nen Schneidvorgang gebildet werden, abweichend von den 
gegossenen KunststofTkorpern mit Chipmounting-Berei- 
chen, die wahrend eines KunststoffinjektionsgieBvorgangs 
erzeugt werden. Es ist sehr schwierig, eine Seitenflache des 
Chipmontagebereichs eines Keramikkorpers in der Weise 
auszuformen, dass die Seitenflache einen gewiinschten Re- 



ankam, die Verbindungshalbleitermateri alien der LED- 
Chips als primaren Konstruktionsfaktor zu betrachten und 
die Struktur des LED-Gehauses nur als zweitrangigen De- 
signfaktor. 

[0004] Insbesondere werden aber sowohl die Lichtstarke 
als auch eine Winkelverteilung der Lichtstarke von LED- 
Geraten in erster Linie vom zweiten Design faktor beein- 
flusst, das heiBt von der Struktur des LED-Gehauses. 
[0005] Zum Beispiel wird ein LED-Gerate vom konven- 
tioneilen Lampentyp gemaB Fig. la mit einem konventio- 
neilen LED-Gerat mit Oberflachenmontage nach Fig. lb in 
ihrer Gerate- oder Gehausestruktur wie folgt verglichen: Im 
Falle des konventioneilen LED-Gerats vom Lampentyp 10 
gemaB Fig. la mit zwei Leitern 3a und 3b, ist der zweite 
Leiter 3b an seiner Oberseite mit einer Metallelektrodenfla- 
che versehen, die eingedruckt ist, um eine Vertiefung mit ge- 
neigten Seitenflachen mit besummten Neigungswinkeln zu 
bilden. Ein LED-Chip 5 ist in der Vertiefung der Metallelek- 
trodenoberflache gehaltert. Die beiden Leiter 3a und 3b mit 
dem LED-Chip 5 sind in einem halbspharischen Gehause 7 
aus transparentem GieBharz eingepackt und bilden somit ein 
lampenartiges LED-Gerat 10. Das LED-Gerat 20 vom her- 
korrunlichen Oberflachenmontagetyp gemaB Fig. lb besteht 
aus einem gegossenen Geratekorper 11 aus Epoxyharz und 
einem auf der Oberflache dieses Korpers 11 an einem Chip- 
montagebereich befestigten LED-Chip 15. Der LED-Chip 
15 ist mit einer (nicht gezeigten) Elektrode durch eine Mehr- 
zahl von Drahten 13 verbunden. 
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[0009] Die Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein konventio- 
nelles LED-Gerat mit einem solchen Keramikkorper. Wie in 
der Zeichnung dargestellt ist, besteht der Keramikkorper des 
LED-Gerats 30 aus zwei Keramiksubstraten 21 und 22, von 
denen jedes durch Laminieren einer Mehrzahl von Keramik- 
schichten gebildet ist. Von diesen Keramiksubstraten 21 und 
22 ist das untere Substrat 21 an seiner Oberseite mit einem 
Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines LED-Chips 25 
versehen'. Eine Elektrode 23 erstreckt sich auBen an der 
Kante des Chipmontagebereichs zur unteren Oberflache des 
unteren Keramiksubstrats 21, um einen Teil dieser Unter- 
seite zu bedecken, nachdem es die Seitenflache des unteren 
Keramiksubstrats 21 passiert hat. Der LED-Chip 25 ist elek- 
trisch mit der Elektrode 23 unter Verwendung einer Mehr- 
zahl von Drahten 27 durch ein Draht verbindung sverfahren 
verbunderT. Das obere keramische Substrat 22 ist mit der 
Oberflache des unteren Keramiksubstrats 21 verbunden und 
bildet eine vorbestimmte Vertiefung, welche den Chipmon- 
tagebereich umgibt. 

[0010] Die den Chipmontagebereich des Keramikkorpers 
umgebende Vertiefung wird durch einen Stanz- oder 
Schneidprozess gebildet, sodass die Innenflache des Kera- 
mikkorpers, welche die Vertiefung begrenzt, als vertikale 
Flache ausgebildet ist. Daher ist es - im Gegensatz zu LED- 
Geraten mit im Wege eines GieBprozesses gebildeten 
KunststofTkorpern - schwierig, eine Metallschicht auf der 
vertikalen Innenflache des Keramikkorpers aufzubringen. 
An der vertikalen inneren Flache des Keramikkorpers kann 
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cine zusiiizliche geneigie Fliichc aus KunsislolV angebradu 
werden, mil cincr aufgebrachlcn Mctallschichi auf der gc- 
ncigicn Kuhsisiollllacbc, urn die vorslchcnd erwahntcn Pro- 
blenic zu iiberwinden. Einc derartige geneigie KunsisiolY- 
obcrflachc kann abcr Icichl. deformiert werden unci es isi fast 5 
uninbglicb. cine gcwiinschic Red ek tor fl ache am Keramik- 
korpcr anzubringen. 

1.0011] Bei den konventionellcn LED-Geralen mil Kcra- 
mikkorpern isl es nur moglich, die Helligkcii und die Win- 
kelvcrlcilung dcr Si rah lung durch Verandcrung dcr Dinicn- io 
sion des Chipmontagcbcrcichs und/odcr dcr Dickc des obe- 
ren Keramiksubstrats, dcr die Hohc dcr Vcrticfung be- 
siimnu, zu sicucrn. Es isi dahcr schwierig, LED-Gcralc mil 
Kcramikkorpern zu schalTcn, -die die Anforderungcn an 
hohc Lichlinicnsilal und einc gewunschtc Winkelverteilung 15 
(icr Strahlung crlullen. Die Kcramiksubsiraic derariiger 
LED-Gcriitc haben jedoch cine hohc Wannelciifahigkeii 
und cincn hohcrcn Warmcablcitcffckt, und loscn damil das 
Problem der ihennischcn Alterung von LED-Geralen und 
thermischer Spannungen der Geratckorper, wie sic durch die 20 
von den LED-Chips ausgesirahlte Hitzc verursachr werden. 
Es tstdaher erwiinscht. effektivere LED-Gerat e.vorzuschla- 
gen, wclche derartige Keramiksubsiralc mil holier Warme- 
Icitfahigkeit und einem hohen Warmeableiteffekt vcrwen- 
den und da bei die Strukiurcllcn Fchlcr iiberwinden, die bis- 25 
her bei konventionellcn LED-Geraten mil Kcramikkorpern 
infolge der venikalen inneren Flachen des Kcramikkorpers 
auflrelen und zu Schwierigkeilen bei dcr Sleucrung dcr 
Lichtstarke und der Winkelverteilung der Strahlung von 
LED-Geraten fuhren. 30 
[0012] Demzufolge wurde die vorliegende Erfindung ge- 
macht untcr Bcrucksichtigung dcr Problcmcjm Stand dcr 
Tcchnik und ein Ziel der vorliegenden Erflndung ist es, ein 
LED-Gerat zu schaffen, welches einen Keramikkbrper, be- 
stehend aus laminienen Keramiksubstraten, aufweist und 35 
der eine refiektierende Platte aus einer dunnen Metallfolie 
besitzt, die an der vertikalen Innenrlache des Keramikkor- 
pcrs, die die Vertiefung des Chipmontagebereichs bildet, be- 
festigt ist und das auf dicsc Art und Wcisc cine vcrbcsscrtc 
Wanneverteilung und zusatzlich eine einfache Steuerung 40 
der Lichtstarke und der Winkelverteilung der Lichtstarke 
bewirkl. 

[0013], Um diese Ziel zu erreichen, sieht die vorliegende 
Erfindung ein LED-Gerat vor, umfassend: ein erstes kerami- 
sches Substrat mit einem Chipmontagebereich auf der Ober- 45 
scitc davon und mit cincm vorgcgcbcncn Icitcndcn Muster, 
das um den Chipmontagebereich angeordnet ist, wenigstens 
cincm LED-Chip, der auf dem Chipmontagebereich des er- 
sien Kcramiksubsirats gchaltcrt ist und mit dem Icitenden 
Muster verbunden ist, ein zweites Keramiksubstrat, das auf 50 
dem ersten Keramiksubstrat rnontiert ist und eine Ausneh- 
mung in einer Position cnlsprcchend dem Chipmontagebe- 
reich aufweist und eine refiektierende Platte aus Mciall, die 
in der Ausnehmung des zweiten Keramiksubstrats angeord- 
net ist, um den LED-Chip zu umfasscn. 55 
|0014| In diesem LED- G era I. hat die refiektierende Platte 
vorzugsweise cine kcgclslumpfformige Struktur, wobei der 
Durchmcsscr am oberen Endc grower ist als am untcren 
Endc. 

[00151 In eineni solchcn Fall kann die rcllcktiercndc Platte 
die Winkelverteilung der Lichtstarke des LED-Chips durch 
Vcriindcrung des Neigungswinkels der Sch.cn wand dcr re- 
flekiicrcnden Platte sicucrn, wobei die Ncigung dcr Scil.cn- 
wand durch einc Different in den Durch mcsscrn zwischen 
dem obcren Endc und dem uniercn Lndc dcr rcMckl icrendc to 
PJaile bewirkl wird. /.usatzlich kann. die reflekl icrendc 
Plane die Leuchtslarke des LED-Chips (lurch Vcriindcrung 
dcr den LED-Chip utiigcbendcn Fliichc sicucrn. Daruber 



hinaus kann die refiektierende Platte die Leuchtslarke des 
LED-Chips dadurch sicucrn. dass sic aus Metal len ausge- 
wahlt wird, die vcrschicdcne Rcllcklivilaten aufweiscn. Die 
vorliegende Erfindung schalTl somit einc Viclzahl von LED- 
Gcratcn, die unler Verwendung keramischer Substrate her- 
gcstellt werden und einc Leuchtslarke und cine Winkelver- 
teilung der Leuchistarkc besitzen, die jeweiis emsprcchend 
den Wunschen des Benutzers geslcuerl werden konncn. Bei 
einem crhndungsgemaBcn LED-Gerat isl. die refiektierende 
Platte bevorzugl an der Oberflache des zweiten Kcramik- 
subsirais rund um die Obcrkante der Ausnehmung monl.ieri., 
sodass Warme wirksam zu AuBcnscite des LED-Gcrals vcr- 
teilt wird. Um es dcr reflektierenden Platte zu erlaubcn, cf- 
fektiv Warme zur AuBenseite des Gerats zu leiten, ist die 
Montage der reflektierenden Platte an der Oberscitc des 
zweiten Keramiksubstrats bevorzugl durch ein Bindemittcl 
auf Silikonbasis bewerksfelligl, das eine none Warmeleitfa- 
higkeit aufweist. 

[0016] Um den Wanneableilungseffekt des LED-Gerat s 
zu vergroBern, ist der LED-Chip luftdicht durch ein gegos- 
senes Isolationsteil vcrpackt, das aus transparentem formba- 
rem Material besleht. und mit der reflektierenden Platte ver- 
bunden ist. In eineni solchen Fall wird die Warme vom 
LED-Chip wirksam zur reflektierenden Platte vert ei It, die 
cine derail hohc Warmclcitfahigkeit aufweist.. Bei dcr vor- 
liegenden Erfindung ist das transparent^ formbare Material 
des gegossenen oder gespritzien Isolierteils entweder Ep- 
oxyharz oder ein Harz auf Silikonbasis. S e Lb slvers land lion 
istes auch moglich, andere Kunststoffe mithoher Leitfahig- 
keit als transparentes form bares Material des geformten Iso- 
lierteils zu verwenden. 

[0017] Noch vortcilhafter ist es, die Obcrkante dcr reflek- 
tierenden Platte bis zu einer vorgegebenen Position der 
Oberflache des zweiten Keramiksubstrats zu crstrecken, um 
noch wirksamer Warme von der reflektierenden Platte zu 
verteilen. 

[001 8 J [n einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung hat das LED-Gerat eine halbkugelformige Linse, wcl- 
che das Obcrtcil dcr Ausnehmung des zweiten kc rami sen cn 
Substrats uberdeckt. In diesem Fall ist es moglich, die Win- 
kelverteilung der Lichtstrahlung des LED-Chips durch Ver- 
teilung der Krummung der Linse zu steuern. Die hemispha- 
rische Linse besteht vorzugsweise aus Polymermaterial. 
[0019] ErfindungsgemaB besteht das erste Keramiksub- 
strat vorzugsweise aus einem KeramiksubsLralteil, das eine 
Wanncvcrlcilbffnung aufweist, die durchgehend angeordnet 
ist und einer Keramikplalte, welche die Warmeverteiloff- 
nung an der Oberflache des Keramiksubstratieils abdeckt. In 
diesem Fall sind sowohl dcr Chipmontagebereich als auch 
das elektrisch leitcnde Muster auf der Oberflache der Kera- 
mikplalte angeordnet. Die Warmeverteildurchgangsoflnung 
des Keramiksubstratieils ist mit Mctallpaste ausgefulll. 
[0020 J Wciterc Vortcilc. Mcrkmalc und Einzclheiien dcr 
Erfindung ergeben sich aus dcr nachfolgenden Bcschrci- 
bung eines Ausfuhrungsbcispicls sowie anhand der Zeich- 
nung. Dabei zeigen: 

[0021 j Ki^. la und lb schcmalischc Ansichlen dcr Kon- 
struktion hcrkomml ichcr 1-ED-Gcriil.c, 

[0022| Ki^. 2 cincn Schnilt durch cin hcrkonmilichcs 
LED-Gcral. aus Keraniiksubstratcn. 

[00231 3 cine perspekti vische Explosionsdarslcllung 

der Konstruktion cincs LliD-Gcriils mil. einer refleklicrcn- 
dcn Platte cnlsprcchend cincm ersten Ausfuhrungsbeispiel 
dcr vorliegenden Erfindung, 

|0024J Ki}4. 4a und 4b Ansicht cincs LliD-Gcriits uemi.iB 
einer zweiten Ausfiihrungsform der I'Xmdung. 
1 0025 j 5 cine perspcki i vi sche Explnsionsdarslullun}.' 

dcr Konslrukiion cincs LliD-Cicrais mit einer reflekl icren- 
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den Platte entsprechend einem dritten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung, 

[0026] Fig. 6 einen Schnitt durch ein LED-Gerat entspre- 
chend cincr vicrtcn Ausfuhrungsform der vorliegenden Er- 
findung, 

[0027] Fig. 7 eine Ansicht eines LED-Gerats entspre- 
chend einer funften Ausfuhrungsform der Erfindung und 
[0028] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines LED-Ge- 
rats entsprechend einer sechsten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung. 

[0029] Bei der Bczugnahmc auf die Zeichnungen ist anzu- 
merken, dass die gieichen Bezugszeichen in den verschiede- 
nen Zeichnungen jeweils gleiche oder ahnliche Komponen- 
ten bezeichnen. 

[0030] Die Fig. 3 ist eine perspektivische Explosion sdar- 
stellung und zeigt die Konstruktion eines LED-Gerats mit 
einer reflektierenden Platte entsprechend einem ersten Aus- 
fuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Diese Zeich- 
nung zeigt das LED-Gehause mit einer reflektierenden Me- 
tallplatte 120, die vom Chipmontagebereich des Gehause- 
korpers getrennt ist. 

[0031] Die reflektierende Metallplatte 20 besteht aus einer 
diinnen Metallfolie mit hoher Reflektivitat und weist eine 
Kegelstumpfform auf, wie es in der Zeichnung dargestellt 
ist. Bei der kegelstumpfTSrmigen reflektierenden Platte 120 
ist der Durchmesser "R" am oberen Ende vorzugsweise gro- 
Ber als der Durchmesser V am unteren Ende. Bei der vor- 
liegenden Erfindung ist es moglich, die Strahlungsintensitat 
des LED- Chips etwas zu erhohen, indem man eine zylindri- 
sche reflektierende Platte in den Chipmontagebereich ein- 
bringt, ohne dass Durchmesserunterschiede am oberen und 
am unteren Ende bestehen. Es ist jedoch bevorzugt die re- 
flektierende Platte so auszubilden, dass sie einen Durchmes- 
serunterschied zwischen den Durchmessem "R" und V am 
oberen und unteren Ende auf weist und eine gewiinschte 
Winkelverteilung der Luminanz und eine gewiinschte Erho- 
hung der Strahlungsintensitat durch Steuerung der Differenz 
"R-r" besitzt. 

[0032] Die reflektierende Platte 120 wird vorzugsweise in 
der Weise hergestellt, dass man ein dunnes Kupferblech ei- 
nem Extrusionsprozess oder einem Formprozess unterwirft. 
Es soli jedoch angemerkt werden, dass die reflektierende 
Platte 120 auch aus einem anderen Metallblech anstelle des 
diinnen Kupferblechs hergestellt werden kann, wenn dieses 
Metallblech eine gewiinschte hohe Reflektivitat besitzt und 45 
so diinn ist, dass das Blech einfach in die gewiinschte zylin- 
drische oder kegelstumpfformige Gestalt durch einen Extru- 
sionsprozess oder eine Formprozess gebracht werden kann. 
[0033] Wahrend des Herstellverfahrens der reflektieren- 
den Platte 120 soil vorteilhafter Weise ein Stutzflansch 120a 
langs der oberen Kante der reflektierenden Platte 120 ange- 
formt werden. In dem bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist 
ein Stutzflansch 120a integral und kontinuierlich langs der 
kreisfbrmigen oberen Kante der reflektierenden Platte 120 
angeformt. Es sollte aber klar sein, dass es auch moglich ist, 
eine bestimmte Anzahl von Stutzflanschen an gewiinschten 
Sektionen der Oberkante der reflektierenden Platte 120 an- 
zuformen, ohne dass dabei die Funktions weise der erfin- 
dungsgemaBen Konstruktion beriihrt wird. Wenn die reflek- 
tierende Metallplatte 120 mit einem solchen Stutzflansch 
120a in die Ausnehmung oberhalb des Chipmontagebe- 
reichs des LED-Gerats bzw. LED-Gehauses eingesetzt wird, 
ist es moglich, dass die reflektierende Platte 120 an der 
Oberseite des Keramiksubstrats mit dem Stutzflansch 120a 
aufliegt. Die reflektierende Platte 120 ist damit stabiler am 
LED-Gehause befestigt. In einem solchen Fall wird bevor- 
zugt ein Bindemittel auf Silikonbasis verwendet, um die re- 
flektierende Platte 120 mit dem LED-Gerat zu verbinden, 
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um die Warmeverteilwirkung des LED-Gehauses zu erho- 
hen, wie nachfolgend im Einzelnen naher erlautert werden 
soli. 

[0034] Wie in Fig. 3 dargestellt ist, kann die reflektierende 
5 Metallplatte 120 einfach in die Ausnehmung oberhalb des 
Chipmontagebereichs des LED-Gehauses eingesetzt wer- 
den. Das LED-Gehause nach der vorliegenden Erfindung 
soli im Einzelnen wie folgt beschrieben werden: Das LED- 
Gehause unter Verwendung keramischer Substrate gemaft 
10 der vorliegenden Erfindung umfasst ein erstes Keramiksub- 
strat 101, das einen Chipmontagebereich an seiner Oberfla- 
che zum Haltern des LED-Chips 105 darauf aufweist. Eine 
Elektrode 103 ist auf der Oberflache des ersten Keramiksub- 
strats 101 gebildet und mit dem LED-Chip 105 durch eine 
Mehrzahl von Drahten 107 verbunden. Die Elektrode 103 
wird durch ein leitfahiges Muster gebildet. Ein zweites Ke- 
ramiksubstrat 102 ist auf dem ersten Keramiksubstrat 101 
montiert und weist eine Ausnehmung an einer Position auf, 
die dem Chipmontagebereich entspricht. Das erste und das 
zweite Keramiksubstrat 101 und 102 konnen vorzugsweise 
aus Aluminiumoxid oder SiC bestehen. Der Korper des er- 
findungsgemaBen LED-Gerats besteht aus den beschriebe- 
nen keramischen Substraten 101 und 102, sodass die Seiten- 
flache der Ausnehmung im zweiten keramischen Substrat 
102 den Chipmontagebereich des ersten keramischen Sub- 
strats 101 umgibt, wobei sie unvermeidlich als vertikale Ha- 
che in gleicher Weise ausgebildet ist, wie dies im Zusam- 
menhang mit dem Stand der Technik bereits beschrieben 
wurde. GemaB der vorliegenden Erfindung ist diese verti- 
kale Seitenflache der Ausnehmung von einer reflektierenden 
Metallplatte 120 uberdeckt. Im Betrieb des LED-Gerats re- 
flektiert die den LED-Chip umgebende reflektierende Platte 
120 das vom Chip abgestrahlte Licht, sodass die Lichtinten- 
sitat des LED-Chips erhoht wird. In einem solchen Fall ist es 
moglich, eine gewiinschte Winkelverteilung der Leucht- 
dichte des LED-Chips durch Steuerung des Neigungswin- 
kels der Seitenflache der reflektierenden Platte 120 beim 
Herstellungsprozess der Platte 120 zu steuem. Um die Re- 
flektivitat der reflektierenden Platte 120 zu erhohen, kann 
die reflektierende Platte 120 mit einer Beschichtung aus Sn, 
SnPb oder Ag versehen sein. 

[0035] Bei der vorliegenden Erfindung kann die reflektie- 
rende Platte als Warmesenke zum Verteilen von Hitze vom 
LED-Chip zur AuBenseite des LED-Gehauses wirken, zu- 
satzlich zu ihrer Originalfunktion zur Steuerung der Leucht- 
starke des LED-Chips und der Winkelverteilung der Strah- 
lung. Die reflektierende Metallplatte, die als Warmesenke 
dient, ist in den Fig. 4a und 4b anhand eines zweiten Aus- 
fuhrungsbeispiels der vorliegenden Erfindung gezeigt. 
[0036] Die Fig. 4a zeigt einen Schnitt durch ein LED-Ge- 
rat gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. In gleicher Weise wie dies im Zusarnmenhang mit 
dem ersten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 1 beschrieben 
worden ist, umfasst das LED-Gerat dieser zweiten Ausfuh- 
rungsform zwei Keramiksubstrate: ein erstes Keramiksub- 
strat 151 und ein zweites Keramiksubstrat 152, das auf dem 
ersten Keramiksubstrat 151 montiert ist. Das erste Keramik- 
substrat 151 hat einen Chipmontagebereich auf seiner Ober- 
flache zum Aufsetzen eines LED-Chips 155. Auf der Ober- 
flache des ersten Keramiksubstrats 151 ist in einer Position 
um den Chipmontagebereich ein leitendes Muster aufge- 
bracht, das eine Elektrode 153 bildet. Die Elektrode 153 ist 
mit dem LED-Chip 155 durch eine Mehrzahl von Drahten 
157 verbunden, sodass elektrische Ansteuerenergie dem 
Chip 155 zugefuhrt werden kann. Bei diesem Ausfuhrungs- 
beispiel erstreckt sich das leitende Muster der Elektrode 153 
vorzugsweise bis zur Unterseite des ersten keramischen 
Substrats 151 nachdem es (iber die Seitenflache des Sub- 
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strats 151 gezogen worden ist, wie dies in der Zeichnung 
dargestellt ist. Das leitende Muster der Elektrode 153 be- 
steht vorzugsweise aus einer Ag/Ni/Au-Schicht. 
[0037] Das zweite keramische Substrat 152 weist eine 
Ausnehmung an der Stelle auf, die dem Chipmontagebe- 5 
- reich des ersten keramischen Substrats 151 entspricht. Das 
zweite keramische Substrat 152 ist auf der Oberseite des er- 
sten keramischen Substrats 151 montiert und bildet einen 
Chipmontageraum zurn Hal tern des LED-Chips 155 darin. 
In diesem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ist ein Warme ver- 10 
tcilloch HI durch das erste keramische Substrat 151 an einer 
Stelle eingebracht, die dem Chipmontagebereich entspricht, 
sodass Warme vom LED-Chip 155 wirkungsvoll zur Au- 
Benseite des LED-Gehauses abgegeben werden kann. In 
dem LED-Gehause mit einem solchen Warmeverteilloch HI 15 
im ersten keramischen Substrat 151 ist es notwendig, die 
Oberseite dieses Warmeverteilloch s HI zur Bildung eines 
Chipmontagebereich abzudecken. Daher bcsteht das erste 
keramische Substrat 151 dieses LED-Gehauses nach Fig, 4a 
und 4b aus einem keramischen Substratteil 151a, das das 20 
Warmeverteilloch HI aufweist und dieses Teil 151a durch- 
setzt und einer keramischen Folie 151b, welche die Oberfla- 
che des Keramiksubstratteils 151a ebenso wie das Warme- 
verteilloch HI uberdeckt Die Keramikfolie 151b schafft so- 
mit den gewtinschten Chipmontagebereich und uberdeckt 25 
die Oberseite des Warmeverteillochs HI. 
[0038] Wie in Fig. 4b dargestellt ist, die eine Aufsicht auf 
das LED-Gerat gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel 
der vorliegenden Erfindung darstellt, ist eine reflektierende 
Metallplatte 170 in den Chipmontageraum eingesetzt, der 30 
durch die Ausnehmung des zweiten keramischen Substrats 
152 gebildet wird und umgibt den LED-Chip 155, der auf 
dem Chipmontagebereich montiert isL In diesem zweiten 
Ausfuhrungsbeispiel weist die reflektierende Platte 170 ei- 
nen Stutzflansch 170a auf, mit dem die reflektierende Platte 35 
170 auf der Oberflache des zweiten keramischen Substrats 
152 aufsitzt und der mit dem Bereich "A" der Oberflache des . 
Substrats 152 unter Verwendung eines Klebers auf Silikon- 
basis mit hoher thermischer Leitfahigkeit verbunden ist. Der 
Stutzflansch 170a der langs der Oberkante der reflektieren- 40 
den Platte 170 angeformt ist, hat einen eine Breite "P", die es 
dem Stutzflansch 170a erlaubt, wirksamer Warme von der 
reflektierenden Platte 170 zur AuBenseite des LED-Gehau- 
ses abflieBen zu las sen. In einem solchen Fall wird die 
Warme primar vom LED-Chip 155 zur reflektierenden 45 
Platte transferiert und sekundar uber den Stutzflansch 170a 
an die Umgebung des LED-Gerats abgegeben. 
[0039] Ein Isolierharz ist im Chipmontageraum des LED- 
Gehauses gemaB dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel ange- 
ordnet und bildet somit ein Isolierteil 159. Dieses Isolierteil 50 
159 ist mit der reflektierenden Platte 170 verbunden und er- 
moglicht einen effektiveren Warmetransfer vom LED-Chip 
155 zur reflektierenden Platte 170. Das Isolierteil 159 be- 
steht vorzugsweise aus einem transparenten Epoxyharz oder 
einem Harz auf Silikonbasis. Es versteht sich aber, dass das 55 
Isolierteil 159 auch unter Verwendung anderer formbarer 
Isoliermaterialien hergestellt werden kann, solange dieses 
Material transparent ist und eine hohe elektrische Leitfahig- 
keit aufweist. 

[0040] In dem LED-Gerat nach den Fig. 4a und 4b wird 60 
die reflektierende Metallplatte 170 gleichzeitig als Warme- 
verteileinrichtung benutzt, die die Warme vom LED-Chip 
155 durch das Isolierteil 159 hindurch erhalt und die Warme 
an die Umgebung des Gerats uber den Stutzflansch 170a, 
der auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 152 65 
aufsitzt, abgibt. 

[0041] Die Fig. 5 zeigt ein LED-Gerat mit einer reflektie- 
renden Metallplatte 190 entsprechend einem dritten Ausfuh- 



rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Im Unterschied 
zum kreisformigen Stutzflansch 170a der reflektierenden 
Metallplatte 170 nach dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel hat 
der Stutzflansch 190a der reflektierenden Metallplatte 190 
bei diesem dritten Ausfuhrungsbeispiel ein rechteckiges 
Profil ahnlich zu dem des LED-Gehauses selbst. Die Ober- 
flache dieses Stutzflansches 190a mit Rechteckprofil ist gro- 
Ber als das des Stutzflansches 120a gemaB Fig. 3 oder des 
Stutzflansches 170a der Fig. 4a und 4b, sodass dieser 
Warme effektiver an die AuBenseite des Gehauses verteilen 
und abgeben kann. In der vorliegenden Erfindung kann die 
Form des Stutzflansches der reflektierenden Metallplatte frei 
entsprechend dem Profil des LED-Gehauses unter einer be- 
notigten Warmeverteilwirkung abgeandert werden ohne die 
Funktionsweise der Erfindung zu beruhren. 
[0042] Die reflektierende Metallplatte dieser Erfindung 
kann vorteilhafterweise bei LED-Geraten oder LED-Gehau- 
sen verwendet werden, die unterschiedliche keramische 
Substratstrukturen aufweisen mit vertikalen Innenflachen 
zur Bildung eines Chipmontageraums des Gehauses. Die 
Fig. 6 ist ein Schnitt durch ein LED-Gerat entsprechend ei- 
ner vierten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 
[0043] Bei diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 
6 besitzt das LED-Gehause ein erstes Keramiksubstrat des- 
sen Struktur unterschiedlich von der nach den Fig. 4a und 4b 
ist. Das zweite Keramiksubstrat 202 dieses LED-Gehauses 
weist eine Ausnehmung in der gleichen Weise auf, wie dies 
fur das zweite Ausfuhrungsbeispiel nach den Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist. Das erste Keramiksubstrat 201 die- 
ses vierten Ausfuhrungsbeispiel besteht jedoch aus einem 
unteren Keramiksubstratteil 201a und einem oberen Kera- 
miksubstratteil 201b. Das untere Keramiksubstratteil 201a 
weist eine Warme verteiloffnung H2 auf, die durch das Sub- 
stratteil 201a sich hindurch erstreckt und einen relativ gro- 
Ben Durchmesser aufweist. Das obere Keramiksubstratteil 
201b hat eine GroBe, sodass es im Chipmontageraum, der 
durch die Ausnehmung des zweiten Keramiksubstratteils 
202 gebildet ist, eingesetzt werden kann. Das obere Kera- 
miksubstratteil 201b dient als Keramikschicht oder Kera- 
mikfolie, die die Warmeverteiloffnung H2 oben verschlieBt 
und bildet einen Chipmontagebereich zum Aufsetzen eines 
LED-Chips 205. In diesem vierten Ausfuhrungsbeispiel ist 
eine kegelstumpffbrmige reflektierende Metallplatte 220 in 
den Chipmontageraum des Gehauses eingesetzt, sodass die 
Platte 220 auf der Oberflache des zweiten Keramiksubstrats 
202 mit ihrem Stutzflansch aufliegend montiert ist. Der 
Durchmesser am oberen Ende der kegelstumpfformigen re- 
flektierenden Platte 220 ist groBer als am unteren Ende. 
[0044] Die Gehausestruktur gemaB der vorliegenden Er- 
findung kann vorzugsweise und sehr einfach bei jedem Typ 
eines LED-Gerats verwendet werden, wenn das LED-Gerat 
einen Chipmontageraum aufweist, der von einem Keramik- 
substrat gebildet ist. 

[0045] Die Fig. 7 ist eine Ansicht eines LED-Gerats ent- 
sprechend einem funften Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung. Wie. in Fig. 7 gezeigt ist, bleibt die allgemeine Form 
des LED-Gehauses 250 dieses funften Ausfuhrungsbei- 
spiels das Gleiche wie es fur das LED-Gehause entspre- 
chend dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 4a und 4b 
beschrieben worden ist, jedoch ist die Oberseite des Chip- 
montageraums mit der reflektierenden Metallplatte 270 von 
einer hemispharischen Linse 280 uberdeckt. Diese hemi- 
spharische Linse 280 ist unter Berucksichtigung des hemi- 
spharischen Gehauses gestaltet, wie es bei konventionellen 
Lampentyp LED-Geraten gemaB Fig. la verwendet wird. 
Die hemispharische Linse 280 besteht vorzugsweise aus Po- 
lymermateriai. Diese hemispharische Linse 280 wird vor- 
zugsweise benutzt als Mittel zur Steuerung des Lichtaus- 
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i rills win kcls cincs LED-Chips des Cicriiis 250 durch Veriin- 
derung der Vcrieilung dcr Kru miming <icr Linsc 2X0. 
|()()46| Die Gchiiuscsiruklur gemiitt dicscr Erfindung kann 
vor/.ugsvvcisc bci LED-Gcraicn hcnul/.l werden. die cine 
Mehrzahl von LED-Chips uufweiscn. Die Ki^. 8 zcigi cine 5 
perspeklivische Ansichl cincs LED-Gcrais mil sowohl einer 
renekiicrenden Plane unicr cincr Mehrzahl von LED-Chips 
cm spree hend cine in sechsten AusfUhrungsbeispiel der Er- 
lindung. 

. |0047| Wie in Fig. 8 dargcslclll beslehl das LED-Genil 10 
310 des" scehsien Ausfuhriingshcispicls aus einem ersien 
Keramiksubst.rat 301 und einem zweiten Keramiksubsirai 
302 und es cm hull vier LED-Chips in seineni Chipnionlagc- 
raum, derdurch die Keramiksubsirale 301 und 302 gebildei 
wird. Die vier LED-Chips 305a, 305b, 305c und 305d dieses 1 5 
A usfuhrungsbei spiels si rid mil Hi lie cincr Mehrzahl von 
Drahicn mil einer Mehrzahl von Eieklrodcn 303 verbunden. 
In gleicher Wcisc wie cs fur das fiinllc A usfuhrungsbei spiel 
beschrieben worden isi, isl auch hicrcine reflektierende Mc- 
lallplailc 320 in den Chipmont.ageraum des Gehauscs 310 20 
eingebracht. urn die vier LED- Chips 305a, 305b, 305c und 
305d zu umgeben. 

j 0048 J Wie vorsichend beschrieben, schalTi die vorlic- 
gendc Erfindung ein LED-Gchausc, welches aus kcrami- 
schen Suhsi.raicn beslehl und cine rcllcklicrcndc Metal I- 25 
plane aufweist, die in einem Chipmontagcraum cingeseizi 
isi. derdurch die Keramiksubsirale gebildei wird. In dem cr- 
undungsgemaBcn LED-Gehausc wird der Chipnionlagc- 
raum in die Keramiksubsirale des Gehauscs, vvobei dcr 
Rau m vert i kale Sciienflachen aut'weist, durch ein Stanzver- 30 
faliren eingebracht. Es isl abereine rcflcklierende Platte aus 
cincr diinncn Mctallplal.tc in den Chipnionlagcraum cingc- 
scizi, sodass es moglich isi die Lichlintensitai des LED- 
Chips und die Winkelverteilung der Strahlung in gewisser 
Wcise frei zu sreucrn. Die reflektierende Meiallplatte gcmaR 35 
der Erfindung diem gleichzeitig als Warmesenke und ver- 
leill Wanne vom LED-Chip wirksam in die Urngcbung des 
LED-Gerats. 

[0049] Obglcich bcvorz.uglc Ausfuhrungsbcispiclc dcr 
vorliegenden Erfindung zu deren Illusirierung beschrieben 40 
worden sind erkennt ein Fachmann ohne weiieres, dass ver- 
schiedene Modifikalionen Ergiinzungen und Abanderungen 
moglich sind ohne den Schulzbereich und den Geist. der Er- 
findung wic erin den anliegenden Anspriichen dargestellt ist. 
zu verlassen. 45 

Patent anspruche 

1. Lichiemissionsdiodcngerai, umfassend: 

eincrsl.es KcraniiksubstraL mil einem Chipmontagehc- 50 

reich auf seiner Oberseite und vcrschen mil einem vor- 

bcstimmlcn leilcndcn Muster rund urn den Chipmonla- 

gcbereich, 

wcnigslens einen Lichlcmissionsdioden (LEDj-Chip 
dcr auf dem gcnannicn Chipmontagebercich des ersien 55 
Keramiksubstrais aufskzl und mil dem leilcndcn Mu- 
ster verbunden isl, 

ein zwciics Keramiksubsirai das auf dem crslcn Kera- 
miksubsirai rnoniicri isl und cine Ausnchmung an der 
Stellc aul'wcist, die dem wcnigslens cincn Chipmonta- ft) 
gebcreich cnispricht und 

cine reOckliercnde Platlc aus Mclall, die inncrhalb dcr 
Ausnchmung des zweiten keramischen Subsirals angc- 
ordncl ist, sodass sic den LED-Chip umrahml., 
2. Lichiemissionsdiodcngerai nach Anspruch I, da- <V> 
durch gckcnnzcichnct, dass die reflckiicrcnrlc Plaltc 
cine i in Wcsenllichcn kcgclstumpllormigc Gcstall aul- 
wcisi mil einem Durehmesser am obcren Ende dcr gro- 
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tier isl als dcr Durehmesser am unieren Ende. 

3. Lichiemissionsdiodcngerai nach Anspruch "2, da- 
durch gckcnnzcichnci, dass die rcflcklicrcndc-Pl arte die 
Winkci vcrieilung dcr St rah lung des LED-Chips durch 
Vcrandcrung (ics Neigungswinkels dcr Scilcnwand dcr 
renekiicrenden Plane slcucrt, wobei die Ncigung der 
Scilenwand gebildei. wird durch die Different im 
Durehmesser am oberen und unieren Ende der renek- 
iicrenden Platlc. 

4. Lichiemissionsdiodcngerai nach Anspruch 1, da- 
durch gckcnnzcichnci. dass die rcflcklierende Plane die 
Strahlungsinicnsiial des LED-Chips durch Vcrandc- 
rung der den LED-Chip umgebenden Oberflache sicu- 
cri. 

5. Lichiemissionsdiodcngerai nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die renekticrende Platte die 
Strahlungsinicnsiial des LED-Chips durch Auswahl 
dcr rcflckticrcndcn Platte aus Met a lien mil u n terse hi cd- 
lichen Rcfle-kliviLaten slcucrt. 

6. Lichtemissionsdiodengerat. nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die reflektierende Plane 
mil einer Ubcrzugsschicht. auf der inneren Oberflache 
versehen ist.. 

7. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 6. da- 
durch gekennzeichnet, dass die Uher/.ugsschichi aus 
Sn, Sn.Pb odcr Ag beslehl. 

S. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass die refltrklierende Plane an 
der Oberflache des zweiten Keramiksubstrais urn die 
Oberkante der genanntcn Atisnehmung montiert isi. 

9. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 8, da- 
durch gckcnnzcichnct, dass die renekticrende Plane 
auf der Oberflache des zweilen Keramiksubstrats untcr 
Verwendung eines Bindcmiit.eLs auf SiLikonbasis rnit 
hoher Warmeleitrahigkcit iTiomiert ist. 

10. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, um- 
fassend zusatzlich ein geformtes Jsolierteil aus Iran spa - 
renlem gieBbarem Material, das den LED-Chip lufr- 
dicht. vcrpackt, wobei dcr genannte FsoJicricil mil dcr 
reflektierenden Plane verbunden ist. 

11. Lichtemissionsdiodengerai nach Anspruch 10, da- 
dureh gekennzeichnet, dass das Iransparenie, gieRbare 
Material des gieBbaren Isolierteils Epoxyharz oder ein 
Harz auf Silikonbasis ist. 

12. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gckcnnzcichnct, dass die rcflckt.icrcndc Platte ei- 
nen Stulzflansch arn oberen Ende aufweist und an der 
Oberseite des zweilen Keramiksubstrats mil diesem 
S t ii t z 11 an sch a u f s i Ml. 

13. Lichiemissionsdiodcngerai. nach Anspruch 12, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Sluizfiansch integral 
langs der Obcrkanlc der renekiicrenden Plane ange- 
forml. ist. 

14. Lichiemissionsdiodcngerai nach Anspruch 12, da- 
durch gckcnnzcichnci.. dass dcr Stulzflansch sich vom 
oberen lindc der renekiicrenden Platlc bis zu einer vor- 
bcsiimmlen Position aul" der Obcrllache des zweiten 
Keramiksubstrais ersireckl und dadurch wirksam 
War me von der renekiicrenden Platlc nach an Ren ver- 
tcilt. 

1 5. ' Lichiemissionsdiodcngerai. nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das crsie Keramiksubsirai 
aus einem Kcramiksubsirallcil mil cincr durchgehen- 
den Wiirmevericiloffnung und cincr Kcramikplaltc be- 
slehl. wclchc die Warnicvcrtcilonhung aul* dcr Ohcr- 
scile des Kcramiksubstrallcils iibcrrlcckl und rlass sn- 
wohl der Chipmonlagebcrcich als auch das leilende 
Musicr aul" der Obcrseiic dicscr K era rnik plalle angc- 
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ordnet sind. 

16. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Warmeverteiloffnung 
des Keramiksubstratteils mit Metallpaste ausgefullt ist. 

17. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 5 
durch gekennzeichnet, dass das Keramiksubstrat aus 
Aluminiumoxid oder SiC besteht. 

18. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das leitende Muster sich an 
der Seitenflache des ersten keramischen Substrats er- 10 
streckt. 

19. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, dass das genannte leitende Mu- 
ster aus einer Ag/Ni/Au-Schicht besteht. 

20. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 1, da- 15 
durch gekennzeichnet, dass die dariiber hinaus eine he- 
mispharische Linse umfasst, welche die Oberseite der 
Ausnchmung des zweiten keramischen Substrats ubcr- 
deckt. 

21. Lichtemissionsdiodengerat nach Anspruch 20, da- 20 
durch gekennzeichnet, dass die genannte hemisphari- 
sche Linse aus einem Polymermaterial besteht. 
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